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ティングした. その後, 窒素雰囲気中で波長 172 nmの
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図 1 層構造 
 
表面改質層の Si 結合状態について, XPS（Ｘ線電子分
光法）を用いて約 1µm の深さまで計測し, 化学組成の
変化状態を確認した. XPS 分析装置は, 図 2 に示す本
校工学研究所の日本電子株式会社製 JPS-9010MC を用
いた. 計測方法は, Ar+ガン（1.0 kV, 23-24 mA）を用いて
10 秒間エッチングした後, Ｘ線源（Mg, 10 kV, 10 mA）
を用いて計測することを 20 回繰り返した.  
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み硬さHITを求めた. ここで, HIT = Fmax / Ap(hc)であり, 








図 3 ナノインデンテーション法 
 
３．表面改質層の化学組成と硬さ 
図 4 は, 改質前の試料と 172nmの光を照射した試料
に対し, XPS を用いてアルゴンイオン（Ar+）エッチン
グし, 表面から深さ方向に Si2p の結合エネルギー波形
を計測した. このデータを元に, Si4+(SiO2), Si3+(Si2O3), 
Si-C(Si-R)の 3 つの成分を仮定して波形分離処理し, 光
改質していない試料を基準として各成分組成比の変化を
求めた. 最表面から 300nm付近までは, 改質前の試料
よりも Si4+が多く, Si3+が少ない. よってこの領域の組
成は SiO2が支配的であると考えられる 2). 
 


















図 6 ナノインデンター計測結果 
  
４．まとめ 
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